
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2015년06월16일

(11) 등록번호   10-1528923

(24) 등록일자   2015년06월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

     H05B 33/26 (2006.01)  H01L 51/50 (2006.01)

     H05B 33/22 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2008-0055988

(22) 출원일자       2008년06월13일

     심사청구일자   2013년06월07일 

(65) 공개번호       10-2009-0129862

(43) 공개일자       2009년12월17일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020010030157 A*

KR1020010091666 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

오경탁

대구광역시 동구 아양로7길 12, 108동 1503호 (신
암동, 신암뜨란채)

김동환

대구광역시 달서구 장산남로 33, 롯데캐슬아파트
107동 805호 (용산동)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인로얄

전체 청구항 수 : 총  8  항  심사관 :    신현철

(54) 발명의 명칭 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법

(57) 요 약

본 발명은 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법에 관한 것이다.  이 유기발광다이오드 표시소자는 캐소드전

극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자; 상기 캐소드전극

상에 형성된 무기막; 및 상기 무기막 상에 형성된 산화막을 구비한다. 

대 표 도 - 도2

등록특허 10-1528923

- 1 -



(72) 발명자

양미연

서울 송파구 올림픽로33길 17, 6동 112호 (신천동,
미성아파트)

김형철

서울특별시 관악구 은천로 93, 103동 1902호 (봉천
동, 벽산블루밍)

이준호

경기도 여주군 가남면 경충대로 1472-23, 현진에버
빌2단지 205-804

등록특허 10-1528923

- 2 -



명 세 서

청구범위

청구항 1 

삭제

청구항 2 

삭제

청구항 3 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자;

상기 캐소드전극 상에 형성된 무기막; 

상기 무기막 상에 형성된 산화막; 및

상기 유기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 구비하고, 

상기 무기막 및 산화막은, 상기 청색 발광셀을 제외하고 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에서만 상기 캐소

드전극 상에 적층되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자. 

청구항 4 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자;

상기 캐소드전극 상에 형성된 무기막; 

상기 무기막 상에 형성된 산화막; 및

상기 유기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 구비하고, 

상기 무기막 및 산화막은, 상기 적색 및 청색 발광셀을 제외하고 상기 녹색 발광셀에서만 상기 캐소드전극 상에

적층되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자. 

청구항 5 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자;

상기 캐소드전극 상에 형성된 무기막; 

상기 무기막 상에 형성된 산화막; 및

상기 유기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 구비하고, 

상기 무기막 및 산화막은 상기 적색 발광셀, 상기 녹색 발광셀, 및 상기 청색 발광셀 각각에서 상기 캐소드전극

상에 적층되고,

상기 청색 발광셀에 형성된 상기 산화막의 두께는 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에 형성된 상기 산화막

의 두께보다 두꺼운 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자. 

청구항 6 

제 3 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 캐소드전극은 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 합금을 포함하고, 

상기 산화막은 산화칼슘(CaO), 산화 스트론튬(strontium oxide), 산화 마그네슘(MgO) 중 어느 하나를 포함하는

것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자. 

청구항 7 
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삭제

청구항 8 

삭제

청구항 9 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자, 상기 유

기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 가지는 유기발광다이오드 표

시소자의 제조방법에 있어서, 

상기 캐소드전극 상에 무기막을 형성하는 단계; 및 

상기 무기막 상에 산화막을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 무기막 및 산화막은, 상기 청색 발광셀을 제외하고 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에서만 상기 캐소

드전극 상에 적층되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자의 제조방법. 

청구항 10 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자, 상기 유

기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 가지는 유기발광다이오드 표

시소자의 제조방법에 있어서, 

상기 캐소드전극 상에 무기막을 형성하는 단계; 및 

상기 무기막 상에 산화막을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 무기막 및 산화막은, 상기 적색 및 청색 발광셀을 제외하고 상기 녹색 발광셀에서만 상기 캐소드전극 상에

적층되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자의 제조방법.  

청구항 11 

캐소드전극과 애노드전극과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자, 상기 유

기발광다이오드소자를 각각 포함하는 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀을 가지는 유기발광다이오드 표

시소자의 제조방법에 있어서, 

상기 캐소드전극 상에 무기막을 형성하는 단계; 및 

상기 무기막 상에 산화막을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 무기막 및 산화막은 상기 적색 발광셀, 상기 녹색 발광셀, 및 상기 청색 발광셀 각각에서 상기 캐소드전극

상에 적층되고,

상기 청색 발광셀에 형성된 상기 산화막의 두께는 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에 형성된 상기 산화막

의 두께보다 두꺼운 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자의 제조방법. 

청구항 12 

제 9 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 캐소드전극은 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 합금을 포함하고, 

상기 산화막은 산화칼슘(CaO), 산화 스트론튬(strontium oxide), 산화 마그네슘(MgO) 중 어느 하나를 포함하는

것을 특징으로 하는 유기발광다이오드 표시소자의 제조방법.

발명의 설명

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야
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본 발명은 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법에 관한 것이다. [0001]

    배 경 기 술

최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있[0002]

다.  이러한 평판 표시장치는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display : 이하 "LCD"라 한다), 전계 방출 표시장

치(Field Emission Display : FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : 이하 "PDP"라 한다) 및

전계발광소자(Electroluminescence Device) 등이 있다.  

PDP는 구조와 제조공정이 단순하기 때문에 경박단소하면서도 대화면화에 가장 유리한 표시장치로 주목받고 있지[0003]

만 발광효율과 휘도가 낮고 소비전력이 큰 단점이 있다.  TFT LCD(Thin Film Transistor LCD)는 가장 널리 사

용되고 있는 평판표시소자이지만 시야각이 좁고 응답속도가 낮은 문제점이 있다.  전계발광소자는 발광층의 재

료에 따라 무기 전계발광소자와 유기발광다이오드소자(이하, "OLED"라 함)로 대별되며 스스로 발광하는 자발광

소자로서 응답속도가 빠르고 발광효율, 휘도 및 시야각이 큰 장점이 있다. 

OLED는 도 1과 같이 전계발광하는 유기 화합물층과, 유기 화합물층을 사이에 두고 대향하는 캐소드 전극 및 애[0004]

노드전극을 포함한다.  유기 화합물층은 정공주입층(Hole injection layer, HIL), 정공수송층(Hole transport

layer,  HTL),  발광층(Emission  layer,  EML),  전자수송층(Electron  transport  layer,  ETL)  및  전자주입층

(Electron injection layer, EIL)을 포함하여 다층으로 적층된다.  일반적으로, 캐소드전극은 전도성이 높은 단

일층의 불투명 금속으로 형성되고 애노드전극은 투명 전도성 금속으로 형성된다.  이러한 OLED는 캐소드전극과

음극에 주입된 정공과 전자가 발광층(EML)에서 재결합할 때의 여기 과정에서 여기자(excition)가 형성되고 여기

자로부터의 에너지로 인하여 발광한다.  

발광층(EML)으로부터 발생되는 빛은 애노드전극과 기판을 투과하여 영상으로 표현된다.  발광층(EML)으로부터[0005]

발생되는 빛의 일부는 캐소드전극에 의해 반사되어 기판 쪽으로 향하게 되며, 이 반사광은 직접 에노드전극 쪽

으로 진행하는 빛과 보강 또는 상쇄된다.  또한, 발광층(EML)으로부터 발생되는 빛의 일부는 캐소드전극을 투과

하여 외부로 사라지게 된다.  이렇게 캐소드전극을 투과하여 사라지거나 빛의 상쇄로 인하여 OLED의 색재현율과

효율이 낮아진다.  

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

따라서, 본 발명의 목적은 상기 종래 기술의 문제점들을 해결하고자 안출된 발명으로써 색재현율과 효율을 높이[0006]

도록 한 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법를 제공하는데 있다. 

        과제 해결수단

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 캐소드전극과 애노드전극[0007]

과, 상기 전극들 사이에 형성된 유기화합물층을 포함한 유기발광다이오드소자; 상기 캐소드전극 상에 형성된 무

기막; 및 상기 무기막 상에 형성된 산화막을 구비한다. 

상기 무기막 및 산화막은 적색 발광셀, 녹색 발광셀, 및 청색 발광셀 각각에서 상기 캐소드전극 상에 적층된다. [0008]

상기 무기막 및 산화막은 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에서 상기 캐소드전극 상에 적층된다. [0009]

상기 무기막 및 산화막은 상기 녹색 발광셀에서 상기 캐소드전극 상에 적층된다.  [0010]

상기 청색 발광셀에 형성된 상기 산화막의 두께는 상기 적색 발광셀과 상기 녹색 발광셀에 형성된 그것의 두께[0011]

보다 두껍다. 

본 발명의 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자의 제조방법은 상기 캐소드전극 상에 무기막을 형성하는 단[0012]

계; 및 상기 무기막 상에 산화막을 형성하는 단계를 포함한다. 
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        효 과

본 발명의 실시예들에 따른 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법은 캐소드전극 상에 무기막과 산화막을 적[0013]

층함으로써 색재현율과 효율을 높일 수 있다. 

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 도 2 내지 도 7을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다. [0014]

도 2를  참조하면,  본 발명의 제1  실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 캐소드전극(CAT),  애노드전극[0015]

(ANO), 그 전극들 사이에 형성된 유기 화합물층, 캐소드전극(CAT) 상에 적층되는 무기막(INORG) 및 산화층(OX

D)을 구비한다.  유기 화합물층은 정공주입층(HIL), 정공수송층(HTL), 발광층(EML), 전자수송층(ETL) 및 전자주

입층(EIL)을 포함하여 다층으로 적층된다.  

캐소드전극(CAT)은 알루미늄(Al)이나 알루미늄 합금으로 형성될 수 있다.  캐소드전극(CAT) 상에 형성되는 무기[0016]

막(INORG)은 박막 형성이 가능하고 산화가 잘되는 2족 원소에 속하는 무기재료 예를 들면, 칼슘(Ca), 스트론튬

(Sr), 마그네슘(Mg) 등을 포함한다.  무기막(INORG) 상에 형성되는 산화막(OXD)은 무기막(INORG)의 산화물로써

선택된 무기막(INORG)에 따라 산화칼슘(CaO),  산화 스트론튬(strontium  oxide), 산화 마그네슘(MgO)  중 어느

하나를 포함한다.  이와 같은 무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 마이크로 캐비티(Micro cavity) 효과로 캐소드전

극(CAT)을 투과한 광을 반사시킨다.  

이를 상세히 하면, 마이크로 캐비티 효과는 매질 간의 굴절율과 반사되는 광의 파장을 조절할 수 있다.  산화막[0017]

(OXD)의  구조  및  광학적  기능을  도  3을  결부하여  설명하기로  한다.   도  3에서  "EL"은  OLED의  유기

화합물층이다. "ITO"는 애노드전극(ANO)으로 이용되는 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide)이다. 

도 3을 참조하면, 동일한 무기막(INORG)의 두께에 서로 다른 조건으로 그 무기막(INORG)을 산화 시키면 산화 정[0018]

도에 따라 산화막(OXD)의 두께가 다르게 된다.  산화막(OXD)의 두께에 따라 캐소드전극(CAT)을 투과한 빛과 캐

소드전극(CAT)에서 반사되는 빛의 간섭효과가 다르다.  무기막(INORG)을 산화시키는 방법은 미량의 수분을 포함

하는 클린 드라이 에어(Clean dry air)에 무기막(INORG)을 노출시키는 것만으로도 가능하다.  빛의 상쇄 간섭이

발생되지 않게 하여 색재현율 및 효율의 상승 효과를 얻기 위하여, 무기막(INORG)의 두께는 50~300Å 정도의 두

께가 바람직하다.  또한, 산화막(OXD)의 두께는 50 ~ 150Å 정도의 두께가 바람직하다.  

캐소드전극(CAT) 상에 형성되는 무기막(INORG)의 두께가 50Å 이하이면 무기막(INORG)이 너무 얇아져서 공정의[0019]

한계로 인하여 막 두께가 균일하게 되기 어렵고 아일랜드(island) 형태로 형성될 수 있다.  이 경우에는 마이크

로 캐비티 효과를 고르게 얻을 수 없다.  무기막(INORG)의 두께가 300Å이상이면 빛의 상쇄 간섭이 일어날 수

있으므로 색재현율 및 효율의 상승 효과를 얻을 수 없다.

도 2와 같이 캐소드전극(CAT) 상에 무기막(INORG)과 산화막(OXD)을 상기한 두께로 적층한 후에 색재현율과 효율[0020]

을 측정한 실험결과, 단일 캐소드전극이 형성된 종래의 OLED에 비하여 녹색의 색좌표 쉬프트로 인하여 색재현율

과  효율이  향상되었음을  확인하였다.   표  1은  색재현율의  실험  결과를  나타낸다.     표  2는  효율  실험

결과이다. 

표 1

[0021]

표 1에서, Rx 및 Ry는 적색의 색좌표이고, Gx 및 Gy는 녹색의 색좌표이다.  Bx 및 By는 청색의 색좌표이다.[0022]

Ref.는 본 발명의 OLED와의 비교를 위하여 선택된 단일층 캐소드전극을 가지는 종래의 OLED 샘플이다. 
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표 2

[0023]

표 2에서 Lv(nit)는 휘도이고 OLED에 흐르는 I(mA)는 전류이다. [0024]

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다. [0025]

도 4를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 적색 발광셀(R)과 녹색 발광셀[0026]

(G)의 캐소드전극(CAT) 상에 적층되는 무기막(INORG) 및 산화층(OXD)을 구비한다.  이 제2 실시예에서, 청색 발

광셀(B)의 캐소드전극(CAD)은 단일 금속층으로 형성되고 그 위에 무기막(INORG)과 산화막(OXD)이 적층되지 않는

다.  

적, 녹 및 청색의 발광셀들(R, G, B)은 캐소드전극(CAT)과 애노드전극(ANO) 사이에 형성된 유기 화합물층을 구[0027]

비한다.   유기 화합물층은 정공주입층(HIL),  정공수송층(HTL),  발광층(EML),  전자수송층(ETL)  및 전자주입층

(EIL)을 포함한다. 

캐소드전극(CAT)은 알루미늄(Al)으로 형성될 수 있다.  캐소드전극(CAT) 상에 형성되는 무기막(INORG)은 박막[0028]

형성이 가능하고 산화가 잘되는 2족 원소에 속하는 무기재료 예를 들면, 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 마그네슘(Mg)

등을  포함한다.   무기막(INORG)  상에  형성되는  산화막(OXD)은  무기막(INORG)의  산화물로써  선택된  무기막

(INORG)에 따라 산화칼슘(CaO), 산화 스트론튬(strontium oxide), 산화 마그네슘(MgO) 중 어느 하나를 포함한

다.  이와 같은 무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 적색 발광셀(R)과 녹색 발광셀(G)에서 마이크로 캐비티 효과로

캐소드전극(CAT)을 투과한 광을 반사시킨다.  

무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 표 1 및 표 2에서 알 수 있는 바와 같이 주로 녹색 광의 색좌표 쉬프트를 일으[0029]

켜 색재현율과 효율을 높인다.  청색의 색좌표는 무기막(INORG)과 산화막(OXD)을 청색 발광셀(B)에 형성하더라

도 거의 변화가 없다.  따라서, 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 적색 발광셀(R)과

녹색  발광셀(G)에만  무기막(INORG)과  산화막(OXD)을  형성한다.   이  실시예는  캐소드전극(CAT)  상에  무기막

(INORG)을 형성하고 그 무기막(INORG)의 표면을 산화시킨 후에 포토리소그래피 공정으로 청색 발광셀(B)에 형성

된 무기막(INORG)과 산화막(OXD)을 제거할 수 있다.  

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다. [0030]

도 5를 참조하면,  본 발명의 제3  실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 녹색 발광셀(G)의  캐소드전극[0031]

(CAT) 상에 적층되는 무기막(INORG) 및 산화층(OXD)을 구비한다.  이 제3 실시예에서, 적색 발광셀(R)과 청색

발광셀(B)의 캐소드전극(CAD)은 단일 금속층으로 형성되고 그 위에 무기막(INORG)과 산화막(OXD)이 적층되지 않

는다.  

적, 색 및 청색의 발광셀들(R, G, B)은 캐소드전극(CAT)과 애노드전극(ANO) 사이에 형성된 유기 화합물층을 구[0032]

비한다.   유기 화합물층은 정공주입층(HIL),  정공수송층(HTL),  발광층(EML),  전자수송층(ETL)  및 전자주입층

(EIL)을 포함한다. 

캐소드전극(CAT)은 알루미늄(Al)으로 형성될 수 있다.  캐소드전극(CAT) 상에 형성되는 무기막(INORG)은 박막[0033]

형성이 가능하고 산화가 잘되는 2족 원소에 속하는 무기재료 예를 들면, 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 마그네슘(Mg)

등을  포함한다.   무기막(INORG)  상에  형성되는  산화막(OXD)은  무기막(INORG)의  산화물로써  선택된  무기막

(INORG)에 따라 산화칼슘(CaO), 산화 스트론튬(strontium oxide), 산화 마그네슘(MgO) 중 어느 하나를 포함한

다.  이와 같은 무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 적색 발광셀(R)과 녹색 발광셀(G)에서 마이크로 캐비티 효과로

캐소드전극(CAT)을 투과한 광을 반사시킨다.  

무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 표 1 및 표 2에서 알 수 있는 바와 같이 주로 녹색 광의 색좌표 쉬프트를 일으[0034]

켜 색재현율과 효율을 높인다.  청색의 색좌표는 무기막(INORG)과 산화막(OXD)을 청색 발광셀(B)에 형성하더라

도 거의 변화가 없다.  그리고 적색의 색좌표 쉬프트는 녹색 색좌표 쉬프트에 비하여 색재현율 향상 효과가 작

다.  따라서, 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 녹색 발광셀(G)에만 무기막(INORG)과

산화막(OXD)을 형성한다.  이 실시예는 캐소드전극(CAT) 상에 무기막(INORG)을 형성하고 그 무기막(INORG)의 표

면을 산화시킨 후에 포토리소그래피 공정으로 적색 발광셀(R)과 청색 발광셀(B)에 형성된 무기막(INORG)과 산화
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막(OXD)을 제거할 수 있다. 

도 6은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다. [0035]

도 6을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자는 적, 녹 및 청색 발광셀(R, G, B)[0036]

의 캐소드전극(CAT) 상에 무기막(INORG) 및 산화층(OXD)을 적층한다.  이 제4 실시예에서 청색 색좌표의 쉬프트

를 유발하여 색재현율을 더 높이기 위하여, 청색 발광셀(B)에 형성된 무기막(INORG) 및 산화막(OXD)의 두께(t

2)는 적색 발광층(R)과 녹색 발광층(G)에 형성된 무기막(INORG) 및 산화막(OXD)의 두께(t1)보다 두껍다.  

적, 녹 및 청색의 발광셀들(R, G, B)은 캐소드전극(CAT)과 애노드전극(ANO) 사이에 형성된 유기 화합물층을 구[0037]

비한다.   유기 화합물층은 정공주입층(HIL),  정공수송층(HTL),  발광층(EML),  전자수송층(ETL)  및 전자주입층

(EIL)을 포함한다. 

캐소드전극(CAT)은 알루미늄(Al)으로 형성될 수 있다.  캐소드전극(CAT) 상에 형성되는 무기막(INORG)은 박막[0038]

형성이 가능하고 산화가 잘되는 2족 원소에 속하는 무기재료 예를 들면, 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 마그네슘(Mg)

등을  포함한다.   무기막(INORG)  상에  형성되는  산화막(OXD)은  무기막(INORG)의  산화물로써  선택된  무기막

(INORG)에 따라 산화칼슘(CaO), 산화 스트론튬(strontium oxide), 산화 마그네슘(MgO) 중 어느 하나를 포함한

다.  이와 같은 무기막(INORG)과 산화막(OXD)은 적색 발광셀(R)과 녹색 발광셀(G)에서 마이크로 캐비티 효과로

캐소드전극(CAT)을 투과한 광을 반사시킨다.  

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 액티브 매트릭스 타입의 유기발광다이오드 표시소자를 보여 주는 단면도이다.[0039]

도 7을 참조하면, 본 발명은 CVD(chemical vapor deposition technique)로 산화 실리콘(SiO2) 또는 질화 실리콘[0040]

(SiNx)을 증착하여 기판(SUBS) 상에 버퍼막(BUF)을 형성한 후에, 그 위에 CVD로 n+p Si:H를 증착하고 결정화하

여 폴리 실리콘(P-Si)으로 된 TFT의 액티브패턴(ACT)을 형성한다.  

본 발명은 액티브 패턴(ACT)에 P+ 이온을 도핑하고, CVD로 산화 실리콘(SiO2) 또는 질화 실리콘(SiNx)을 증착하[0041]

여 액티브 패턴(ACT)을 덮도록 버퍼막(BUF) 상에 게이트 절연막(GI)을 증착한다.  이어서, 본 발명은 알루미늄

(Al),  알루미늄네오듐(AlNd),  몰리브덴(Mo)  중에서  어느 한  금속 또는 2  이상의 금속이나 합금을  스퍼터링

(Sputtering)으로 증착한 후에 포토리소그래피(Photolithograph) 공정으로 패턴닝하여, TFT의 게이트전극, 게이

트전극에 연결된 게이트라인, 게이트라인의 끝단에 연결된 게이트 패드, 스토리지 커패시터(Storage Capaciter,

Cst)의 하부 전극 등을 포함한 게이트 금속패턴을 형성한다.  

본 발명은 게이트 금속패턴을 덮도록 CVD로 산화 실리콘(SiO2) 또는 질화 실리콘(SiNx)을 게이트 절연막(GI) 상[0042]

에 증착하여 층간 절연막(INT)을 형성한다.  이어서, 본 발명은 포토리소그래피공정으로 층간 절연막(INT)과 게

이트 절연막(GI)에서 TFT의 소스전극(S)과 드레인전극(D)의 위치를 식각하여 액티브 패턴(ACT)의 일부를 노출시

키는 콘택홀을 층간 절연막(INT)과 게이트 절연막(GI)에 형성한다.  

본 발명은 CVD로 몰리브덴(Mo), 알루미늄 네오듐(AlNd), 크롬(Cr), 구리(Cu) 등에서 선택된 금속, 이들의 적층[0043]

또는 합금으로 이루어진 소스/드레인 금속을 층간 절연막(INT) 상에 증착한다.  이어서, 본 발명은 포토리소그

래피 공정으로 소스/드레인 금속을 증착하여 콘택홀을 통해 각각 액티브 패턴(ACT)에 접속되는 TFT의 소스전극

(S) 및 드레인전극(D), 게이트라인과 직교하는 데이터라인, 데이터라인의 끝단에 연결된 데이터 패드, 드레인전

극(D)으로부터 연장된 스토리지 커패시터(Cst)의 상부전극 등을 포함한 소스/드레인 금속 패턴을 층간 절연막

(INT) 상에 형성한다.  그리고 본 발명은 소스/드레인 금속 패턴을 덮도록 CVD로 산화 실리콘(SiO2) 또는 질화

실리콘(SiNx)을 층간 절연막(INT) 상에 증착하거나 유기 절연재료를 층간 절연막(INT) 상에 도포하여 패시베이

션층(PAS)을 형성하고, 포토리소그래피 공정으로 패시베이션층(PAS)을 식각하여 TFT의 드레인전극(D)을 노출시

키는 컨택홀와 데이터 패드를 노출하는 컨택홀을 형성하고 또한 패시베이션층(PAS)과 층간 절연막(INT)을 관통

하여 게이트 패드를 노출하는 콘택홀을 형성한다.  

본 발명은 스퍼터링 방법으로 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide : ITO), 틴 옥사이드(Tin Oxide : TO), 인듐[0044]

틴 징크 옥사이드(Indium Tin Zinc Oxide : ITZO), 인듐 징크 옥사이드(Indium Zinc Oxide : IZO) 등에서 선택

된 투명 도전막을 전면 증착하고, 포토리소그래피 공정을 이용하여 적색 발광셀, 녹색 발광셀 및 청색 발광셀

각각에서 콘택홀을 통해 TFT의 드레인전극(D)에 접속되는 OLED의 애노드전극(ANO)을 형성함과 동시에, 콘택홀을

통해 데이터 패드에 접속된 데이터 패드의 상부전극, 콘택홀을 통해 게이트 패드에 접속된 게이트 패드의 상부

전극을 형성한다.   이어서, 본 발명은 폴리이미드(Polyimide) 등의 유기 절연재료를 전면 도포한 후에 포토리

소그래피 공정으로 그 유기 절연재료를 패터닝하여 적색 발광셀, 녹색 발광셀 및 청색 발광셀 각각에서 애노드
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전극을 노출하는 뱅크패턴(BANK)을 패시베이션층(PAS) 상에 형성한다. 

본 발명은 도 2, 도 4 내지 도 6에 도시된 OLED의 유기 화합물층(EL)을 열 증착(thermal evaporation)과 같은[0045]

방법으로 연속 증착한 후에 알루미늄(Al)  등의 캐소드 금속을 증착하여 OLED의 캐소드전극(CAT)을 형성한다.

이어서, 본 발명은 스퍼터링이나 CVD  방법으로 도 2, 도 4 내지 도 6에 도시된 무기막(INORG)을 캐소드전극

(CAT) 상에 형성하고, 그 무기막(INORG)을 산화시켜 산화막(OXD)을 형성한다. 

전술한 바와 같이 본 발명의 실시예들에 따른 유기발광다이오드 표시소자와 그 제조방법은 캐소드전극 상에 무[0046]

기막(INORG)과 산화막(OXD)을 적층함으로써 마이크로 캐비티 효과로 색좌표를 쉬프트함으로서 색재현율과 효율

을 높일 수 있다.  

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아 니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정[0047]

이 가능함을 알 수 있을 것이다.  따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로

한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 유기발광다이오드소자의 구조를 나타내는 도면이다. [0048]

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다.[0049]

도 3은 도 2에 도시된 무기막과 산화막으로 인한 캐비티 효과를 보여 주는 도면. [0050]

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다. [0051]

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다.[0052]

도 6은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기발광다이오드 표시소자를 나타내는 단면도이다. [0053]

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 액티브 매트릭스 타입의 유기발광다이오드 표시소자를 보여 주는 단면도이다.[0054]

〈도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉[0055]

CAT : 캐소드전극 ANO : 애노드전극[0056]

INORG : 무기막 OXD : 산화층[0057]

HIL : 정공주입층 HTL: 정공수송층[0058]

EML : 발광층 ETL : 전자수송층[0059]

EIL : 전자주입층[0060]

도면

    도면1
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